
 

           Time

5.920us 5.940us 5.960us 5.980us 6.000us 6.020us 6.040us 6.060us 6.080us 6.100us5.907us
V(out)

-2.0V

0V

2.0V

4.0V

6.0V

Simulace 1: Výstupní simulace generátoru s tranzistorem generující kladné špičky. 



 
Simulace 2: Výstupní simulace lavinového generátoru impulsů: Gaussův impuls v základním tvaru. 

  

           Time

1.180us 1.185us 1.190us 1.195us 1.200us 1.205us 1.210us 1.215us 1.220us
1  V(out) 2  V(in)

0V

0.5V

1.0V

1.5V
1
 

   >>
0V

2V

4V

6V

8V

10V
2
 



 

Simulace 3: Výstupní simulace generátoru s lavinovým tranzistorem: první derivace Gaussova  impulsu. 

  

           Time

1.285us 1.290us 1.295us 1.300us 1.305us 1.310us 1.315us 1.320us
V(out2)

-1.0V

-0.5V

0V

0.5V

1.0V



 

Simulace 4: Výstupní simulace generátor u s lavinovým tranzistorem:druhá derivace Gaussova  impulsu. 

  

           Time

394.0ns 396.0ns 398.0ns 400.0ns 402.0ns 404.0ns 406.0ns 408.0ns392.5ns 409.5ns
V(out3)

-300mV

-200mV

-100mV

0mV

100mV

-350mV

150mV



 

Simulace 5: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou: záporné impulsy. 

  

           Time

0s 2ns 4ns 6ns 8ns 10ns 12ns 14ns 15ns
1  V(out) 2  I(Vin:+) 3  V(Vin:+)

-8.0V

-6.0V

-4.0V

-2.0V

0V

2.0V
1
 

-200mA

-100mA

0A

100mA

200mA

300mA
2
 

   >>
0V

0.2V

0.4V

0.6V

0.8V

1.0V

1.2V
3
 



 

Simulace 6: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou: první derivace Gaussova impulsu. 

  

           Time

173.0ns 173.5ns 174.0ns 174.5ns 175.0ns 175.5ns 176.0ns 176.5ns
V(out)

-2.0V

-1.0V

0V

1.0V

2.0V



 

Simulace 7: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou a přenosovým vedením. 

  

           Time

1.960us 1.965us 1.970us 1.975us 1.980us 1.985us 1.990us
V(out)

-1.0V

-0.5V

0V

0.5V

1.0V



 
Simulace 8: Výstupní simulace impulsního CMOS generátoru. 

           Time

44.00ns 46.00ns 48.00ns 50.00ns 52.00ns 54.00ns 56.00ns 58.00ns 60.00ns 62.00ns 64.00ns
V(out)

0V

0.4V

0.8V

1.2V

-0.3V


